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1 J Integrierter Treiberbaustein mit bipolaren Transistor en, mit DlriGn 
■ Ausgangsgegentaktver starker, der durch zv/ei in Reihe liegende, gs- 
trennt steuerbare Gegentakttransistoren gebildet wird, wobei der 
Ausgangsver starker elnen Tri-State-Ausgang aufweist imd ^eder der 
beiden Gegentakttransistoren liber eine nur dann Strom liefernd ge- 
schaltete Konstantstroniquelle angesteuert wird, v/enn der betrex- 
fende von ihr angesteuerte Gegentakttransistor in seinen leitenden 
Zustand gesteuert werden soil, insbesondere zur Steuening bipolarer 

Fernsprechrelais, nach Patent (Patentanmeldung P = 

76 P dadurch gekennzeichnet , dafl als Konstantstromquellen 

die Kollektoren eines einzigen Multikcllektortransistors (MKT) be- 
nutzt sind, dafl das StronilieferndschaD.ten zwecks Ansteuerung der 
Gegentakttransistoren dtirch Hociiohmigscha3,ten von Schaltmittel (Va, 
Vb) bev/irkt vrird, die individuell an die betref f enden Kollektoren 
(k1 , k2) angeschlossen sind und durch die sonst der Kollektorstrom 
vom betreffenden Gegentakttransistor (T12, T22) femgehalten wird« 

2. Baustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ein Kollektor 
(k3) und die damit verbxmdene Basis des Multikollektortransistors 
(MKT) tiber einen Widerstand (R) an die eine Klemme (Us2) und daB 
sein Emitter an die andere Klemme (Us1 ) der Betriebsspannungsquefle 
angeschlossen sind. 

3. Baustein naoh Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der iiber den 
Widerstand (R) flieBende Strom durch einen zum V/iderstand (R) in 
Reihe liegenden und leitend gesteuerten Transistor (T) stabilisiert 
ist. 

4. Baustein nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jedem Gegentakttransistor (T12, T22) ein Steuertran- 
sistor (T11 , T21 ) vorgeschaltet ist. 
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Integrierter Treiberbaustein ait bipolaren Transistor en, insbeson- 
dere zur Steuerting bipolarer Fernsprechrelais, 

Zusatz 2u Patent ( Pat entanrae Idung 76 . P - 6 XL 7 J) B RD 

In der Hauptanmeldung ist ein integrierter Treiberbaustein mlt bipo- 
laren Transistoren erfaflt, der einen Ausgsmgsgegentaktver starker hat, 
der durch zv/ei in Reihe liegende getrennt steuerbare Gegentakttran- 
sistoren gebildet ist. Der Ausgangsver starker v^eist einen Tri-State- 
5 Ausgang auf . Jeder der beiden Gegentakttransistcren vrird uber eine 
Konstantstromquelle gesteuert, die nur dann Strom liexernd geschal- 
tet ist, wenn der betreffende von ihr angesteuerte Gegentakttransi- 
stor in seinen leitenden Zustand gesteuert v^erden soli. Dieser Trei- 
berbaustein dient insbesondere zur Steuerung. bipolarer Fernsprech- 
10 relais. In der Hauptpatentanmeldung ist auch angegeben, dafi zur 

Schaffung von Konstantstromquellen Mxaltikollektortransistoren aus- 
nutzbar sind, die an sich bekannt sind (siehe DAS 1 036 :516, DOS 
2 256 640). 

15 Die Erfindung zeigt nun einen Weg, wie diese Technik rait einem be- 
sonders geringen Aufv/and zustande zu bringen ist, 

DemgemaiB wird von einem integrierten Treiberbaustein mit bipolaren 
Transistoren ausgegangen. der einen Ausgangsgegentaktver starker hat, 

20 der durch zwei in Reihe liegende, getrennt steuerbare Gegentakttran- 
sistcren gebildet wird, wobei der Ausgangsverstarker einen Tri-State- 
Ausgang aufweist und jeder der beiden Gegentakttransistcren iiber 
eine nur dann Strom liefernd geschaltete Konstantstromquelle ange- 
steuert wird, wenn der betreffende von ihr angesteuerte Gegentakt- 

25 transistor in seinen leitenden Zustand gesteuert wer den soil, insbe- 
sondere zur Steuerung bipolarer Fernsprechrelais, nach Patent 

(Patentanmeldung P = 76 P ). GemaS der Erfindung ist 

dieser Baustein dadurch gekennzeichnet , daB als Konstantstromquellen 
Kollektoren eines einzigen Multikollektortransistors benutzt sind, 

30 dafl das Stromlie^erndschalten zvecks Ansteuerung der Gegentakttran- 
sistoren durch Hochohjnigschalten von Schaltiaitteln bevrirkt wird, die 
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individuell an die betreffenden Kollektoren angeschlossen sind und 
durch die sonst der Kollektorstrom vom be-tref f enden Gegentakxtran- 
sistor femgehalten wird* Da als Konstantstromquellen die Kollekto- 
ren eines einzigen Mul-tikollektortransistors benutzt wird, ergibt 
sich ein besonders geringer schaltungstechnischer Aufwand, imd es 
laBt sich der Baustein in integrierter Technik besonders leicht 
herstellen. Die erf indungsgemafie Technik ist aber auch von Vorteil, 
wenn es sich urn einen aus diskreten Bauelemenlsen zusanunengeschalte- 
•ten Baustein handelt. 

Die Erfindung v/ird im f olgenden anhand der Figuren 1 imd 2 naher er- 
lautert. Figxir 1 zeigt ein Blockschaltbild, das den Ausgangsgegen- 
-fcakt-ver starker iind die Konstantstromquellen xamfaBt. Figur 2 zeigt 
den schaltungstechnischen Aufbau dieser Telle des Bausteins. 

In dem Blockschaltbild des Bausteins gemal? Figur 1 sind diejenigen 
Telle gezeigt, die fur die Erfindung von Bedeutxing sind. Dazu ge- 
horen die beiden Stufen A1 und A2 des Ausgangsgegentaktverstarkers. 
Diese beiden Stufen sind an die Klemmen mit den Spannungen Us1 und 
Us2 der Betriebsspannungsquelle angeschlossen. Der Tri-State-Ausgang 
ist mit Q bezeichnet, Dort kann entweder die Spannung Us1 oder die 
Spannung Us2 geliefert werden, nachder-i, ob die Stuxe A1 oder die 
S'tufe A2 leitend gesteuert ist, Der Tri-State-Ausgang kaim auch hoch-- 
ohmig sein, namlich dann, vrenn keine dieser beiden Stufen leitend 
gesteuert ist. Die Stufen A1 imd A2 werden uber die Konstantstrom- 
quellen 31 und S2 gesteuert. Diese Konstantstromquellen sind ihrer- 
seits ebenfalls an die Klemmen mit den Spannungen US1 und US2 ange- 
schlossen. tiber die Steuerklemmen Va und Vb kann das Stromlief ernd- 
jschalten der Konstantstromquellen SI und S2 bewirkt v/erden. 

In der Figur 2 ist der p-n-p«Multikollektortransistor I4KT gezeigt, 
dessen Kollektoren k1 und k2 als Konstantstromquellen benutzt sind. 
An den Kollektor k1 ist die eine Stufe des Ausgangsgegentaktverstar- 
kers angeschlossen, zu der die n-p-n-Transistoren T11 und T12 geho- 
ren und an den Kollektor k2 ist die andere Stufe des Ausgangsgegen- 
taktver starker s angeschlossen, zu der die n-p-n-Transistoren T21 
und T22 gehoren. Die Steuerklemme Va ist mit dem Kollektor k1 und 
die Steuerklemme Vb ist mit dem Kollektor k2 verbunden. Zum Strom- 



VPA 9/61 0/31 05c 

709839 /041 2 



- 3 - 



../^ 2612548 

lieferndschalten der Konstantstroniquellen dienen hier die scliena- 
tisch dargestellten Schaltmittel va und vb, die wie Ruhekontakte 
virken und die individuell an die Kollektoren k1 xond k2 uber die 
Steuerkleminen Va und Yh angeschlossen sind. Im Rxiliezustand v/ird da- 
5 her der Kollektorstrom von den Stufen des Ausgangsgegentaktvers-bar- 
kers und damit von den zugehorigen Gegentakttransistoren ferngehal- 
ten. V^ird der Ruhekontakt va betatigt, so wird die Stufe mit den 
Transistoren T11 vmd T12 leitend gesteuert. Vfird stattdessen der 
Ruhekontakt vb betatigt, so wird die Stufe mit den Transistoren T21 

10 und T22 leitend gesteuert. Der Emitter des Multikollektortransistors 
MKT ist namlich an die Klemme mit der Spannung Usi der Betriebsspan- 
nungsquelle angeschlossen, die hier positiv ist. Der Kollektor A3 
und die daiait verbundene Basis des Multikollektortransistors MKT ist 
tiber den ¥iderstand R an die Klemme mit der Spannung Us2 der Be- 

15 triebsspannungsquelle angeschlossen, die hier negativ Potential hat. 
Diese Schaltungstechnik hat zur Folge, da3 der Multikollektortransi- 
stor in einen Sattigungszu stand gesteuert wird, so daB seine Kollek- 
toren k1 und k2 als Konstantstromquellen gut ausnutzbar sind. In 
der Figur 2 ist noch zum Wider stand R der Transistor T in Reihe ge- 

20 legt, der mit Hilfe der an seiner Basis liegenden Steuerspannung 

Us21 leitend gesteuert ist. Auf diese vfeise kenn der iiber den Wider- 
stand R flieflende Strom stabilisiert werden, wodurch sich besonders 
konstante Betriebsverhaltnisse ergeben. 

25 Der von den Kollektoren des Multikollektortransistors gelieferte 

konstante Strom kc5nnte direkt zum Steuern von Gegentakttransistoren 
des Ausgangsgegentaktvers^arkers benutzt warden. Bei dem in Figur 2 
gezeigten Schaltungsbeispiel ist jedem Gegentakttransistor noch je- 
weils ein Steuertransistor vorgeschaltet. So ist dem Gegentakttran- 

30 sistor T12 der Steuertransistor T11 und dem Gegentakttransistor T22 
. der Steuertransistor T21 vorgeschaltet. Die Steuertransistoren die^ 
nen hier zur Stromverstarkung und werden zur Anpassung der Betriebs- 
eigenschaften des Multikollektortransistors MKT an die Betriebs- 
eigenschaften der Gegentakttransistoren T12 und T22 ausgenutzt. Mit 

35 Hilfe der Diode G2 und der Widerstande R11 , xR12 und R2 v^-ird die rich- 
tige Arbeitsweise des Ausgangsgegentaktverstarkers sichergestellt. 

Die als Ruhekontakte in der Figur 2 darges-tellten Schaltmit-tel va 
und vb konnen z.B. diircli Transistoren realisiert sein, die durch 
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Steuersignale fallv/eise leitend gesteueri: v/erden, dagegen im Riihe-- 
zustand gesperrt gesteuert sin'd. 

Den Transistoren T11 und T12 ist die Diode G1 vorgeschaltet. Sie 
5 dient zum Schutz dieser Transistoren, wenn der Tri-State-Ausgang Q 
zusammen mit anderen derartigen Ausgangen von Bausteinen an dieselbe 
Busleitimg angeschlossen ist. Es wird dann verhindert, daI3 die Emit- 
ter-Basis-Sxrecken dieser Transistoren im Sperrzustand durch eine 
Spannung, die dem Ausgang Q zugeflihrt wird, imzulassig hoch belastet 
10 werden. 



4 Patentansprtiche 
2 Figuren 
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